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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾樹脂めっき部品の製造方法であって、
　樹脂間剥離によるめっき浮き現象を防ぐために、
　スパッタリング装置内において、真空雰囲気状態でＰＡ系樹脂から成る樹脂成形品（Ｗ
）の表面を、アルゴンと微量酸素を注入してプラズマ処理で洗浄及び表面改質活性化する
樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）と、
　次に、同じくスパッタリング装置内において、前記樹脂成形品（Ｗ）の表面に、ニッケ
ル合金をスパッタリングにより樹脂との密着性を確保するために成膜する金属薄膜成膜工
程（Ｓ２）と、
　続いて、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）により樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜上
に、スパッタリングにより導電化膜を成膜する導電化膜成膜工程（Ｓ４）と、
　前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）が終了した樹脂成形品（Ｗ）を、活性化工程（Ｓ５）、
半光沢ニッケルめっき（Ｓ７）、光沢ニッケルめっき（Ｓ８）、ＭＰニッケルめっき（マ
イクロポーラスニッケルめっき）（Ｓ９）の順で各めっき処理を施し、最後に装飾仕上げ
めっき（Ｓ１０）を施してめっき処理を終了する電気めっき工程と、から成る、ことを特
徴とするスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法。
【請求項２】
　装飾樹脂めっき部品の製造方法であって、
　樹脂間剥離によるめっき浮き現象を防ぐために、
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　スパッタリング装置内において、真空雰囲気状態でＰＣ／ＡＢＳ樹脂又はＰＣ／ＰＥＴ
樹脂から成る樹脂成形品（Ｗ）の表面を、アルゴンと微量酸素を注入してプラズマ処理で
洗浄及び表面改質活性化する樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）と、
　次に、同じくスパッタリング装置内において、前記樹脂成形品（Ｗ）の表面に、金属ク
ロム又はクロム合金をスパッタリングにより樹脂との密着性を確保するために成膜する金
属薄膜成膜工程（Ｓ２）と、
　続いて、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）により樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜上
に、スパッタリングにより導電化膜を成膜する導電化膜成膜工程（Ｓ４）と、
　前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）が終了した樹脂成形品（Ｗ）を、活性化工程（Ｓ５）、
半光沢ニッケルめっき（Ｓ７）、光沢ニッケルめっき（Ｓ８）、ＭＰニッケルめっき（マ
イクロポーラスニッケルめっき）（Ｓ９）の順で各めっき処理を施し、最後に装飾仕上げ
めっき（Ｓ１０）を施してめっき処理を終了する電気めっき工程と、から成る、ことを特
徴とするスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法。
【請求項３】
　装飾樹脂めっき部品の製造方法であって、
　樹脂間剥離によるめっき浮き現象を防ぐために、
　スパッタリング装置内において、真空雰囲気状態でフィラーを配合したＰＡ／ＡＢＳ樹
脂から成る樹脂成形品（Ｗ）の表面を、アルゴンと微量酸素を注入してプラズマ処理で洗
浄及び表面改質活性化する樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）と、
　次に、同じくスパッタリング装置内において、前記樹脂成形品（Ｗ）の表面に、銅合金
をスパッタリングにより樹脂との密着性を確保するために成膜する金属薄膜成膜工程（Ｓ
２）と、
　続いて、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）により樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜上
に、スパッタリングにより導電化膜を成膜する導電化膜成膜工程（Ｓ４）と、
　前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）が終了した樹脂成形品（Ｗ）を、活性化工程（Ｓ５）、
半光沢ニッケルめっき（Ｓ７）、光沢ニッケルめっき（Ｓ８）、ＭＰニッケルめっき（マ
イクロポーラスニッケルめっき）（Ｓ９）の順で各めっき処理を施し、最後に装飾仕上げ
めっき（Ｓ１０）を施してめっき処理を終了する電気めっき工程と、から成る、ことを特
徴とするスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法。
【請求項４】
　前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）において、金属銅の導電化膜を成膜し、
　前記活性化工程（Ｓ５）と前記半光沢ニッケルめっき（Ｓ７）との間に、光沢硫酸銅め
っき（Ｓ６）を施す、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載のスパッタ
リングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法。
【請求項５】
　前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）では、膜厚が０．１～５．０μｍになるように成膜する
、ことを特徴とする請求項４に記載のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾め
っき品の製造方法。
【請求項６】
　前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）では、膜厚が０．０１～２．０μｍになるように成膜し
、
　前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）の次に、樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜をプラズ
マ処理による表面改質処理で活性化する成膜表面活性化処理工程（Ｓ３）を更に備えた、
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１つに記載のスパッタリングによる樹脂導電
化を利用した装飾めっき品の製造方法。
【請求項７】
　前記装飾仕上げめっき（Ｓ１０）では、３価クロムめっき、クロムめっき、錫／ニッケ
ル合金めっき、ルテニウム又は金めっきのめっき処理を施す、ことを特徴とする請求項１
から６のいずれか１つに記載のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品
の製造方法。
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【請求項８】
　前記樹脂成形品（Ｗ）の凹凸面に金属を均一に成膜する際に、前記スパッタリング装置
内において樹脂成形品（Ｗ）を回転させながらその表面にスパッタリング処理する、こと
を特徴とするスパッタリングによる樹脂導電化を利用した請求項１から７のいずれか１つ
に記載の装飾めっき品の製造方法。
【請求項９】
　前記樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）において、樹脂成形品（Ｗ）を自転するように
回転させ、
　前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）及び導電化膜成膜工程（Ｓ４）において、治具に取り付
けた樹脂成形品（Ｗ）を各金属ターゲット（５２）の前へ公転するように移動させ、そこ
で自転させながら、金属をスパッタリングにより成膜する、ことを特徴とする請求項１か
ら８のいずれか１つに記載のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の
製造方法。
【請求項１０】
　前記スパッタリング装置の真空チャンバー内において、治具に樹脂成形品（Ｗ）を取り
付け、その治具の回転軸線で回転させながらスパッタリング処理する、ことを特徴とする
請求項１から９のいずれか１つに記載のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾
めっき品の製造方法。
【請求項１１】
　前記スパッタリング装置の真空チャンバー内において、複数の治具に樹脂成形品（Ｗ）
を取り付け、
　各治具をその回転軸線で回転させながら、複数の治具をその回転軸が円形の軌跡上をな
ぞり、公転するように移動させてスパッタリング処理する、ことを特徴とする請求項１か
ら１０のいずれか１つに記載のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂成形品に金属めっきを施す樹脂めっき技術に係り、特に樹脂めっきの表
面調整工程、エッチング工程から導電化処理工程までの樹脂めっきの前処理について、６
価クロム酸を用いずにスパッタリング処理により実施するスパッタリングによる樹脂導電
化を利用した装飾めっき品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的な樹脂めっき成膜方法は、図１７に示すように、めっきする樹脂成形品に
、その樹脂成形品の表面粗化するエッチング工程、エッチング中和工程、触媒付与工程、
導電化工程（又は無電解めっき）等のダイレクトめっき前処理工程や化学めっき工程を施
し、前処理した樹脂成形品に、光沢銅めっき、半光沢ニッケルめっき、光沢ニッケルめっ
き、ＭＰニッケルめっき（マイクロポーラスニッケルめっき）の順で各めっき処理を施し
、最後にクロムめっきを施して終了するめっき方法である。このように樹脂成形品は非導
電性のため、電気めっきの前処理として樹脂に導電性を付与する導電化工程（ダイレクト
めっき前処理又は無電解めっき）が必要である。
　なお、従来の塗装用の樹脂成形品と、樹脂めっき用の樹脂成形品では、原料収縮率が異
なるため塗装用の金型と樹脂めっき用の金型の２種類を準備する必要があった。
【０００３】
　一般的な湿式法による樹脂めっきをする樹脂成形品の導電化工程（又は無電解めっき）
は、図１８に示すように、高濃度のクロム酸（６価クロム）と硫酸の混酸を使用してエッ
チング処理し、水洗してからクロム酸中和し、水洗してからＰｄ／Ｓｎ等の触媒付与し、
水洗してから活性化して水洗した後に無電解めっきをする。
【０００４】
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　樹脂成形品に無電解めっきを施す際のめっき前処理技術としては、例えば特許文献１の
特開平５－１３２７８５号公報「無電解めっき前処理方法」のように、ガラス繊維を含有
するポリイミド樹脂からなる絶縁物質の表面に無電解めっきを施すに際し前処理として行
なわれる該絶縁物質のエッチング処理において、該絶縁物質の表面を無水クロム酸および
硫酸を含有する溶液を用いてエッチング処理した後、ヒドラジンを含有する溶液でエッチ
ング処理する二段エッチング処理を行なう無電解めっき前処理方法が提案されている。
【特許文献１】特開平５－１３２７８５号公報
【０００５】
　この樹脂めっきの基本である樹脂の表面粗化する樹脂のエッチング工程は、現在でも高
濃度のクロム酸（６価クロム）と硫酸の混酸が使用されている。このクロム酸を使ったエ
ッチング工程はその廃液処理だけでなく、処理工程中の作業にも人体に悪影響を及ぼすお
それがあった。現在は、このクロム酸を使ったエッチング工程を樹脂めっき工程から廃止
すべく様々な技術が提案されている。しかし、樹脂めっきの基本性能であるめっき密着性
規格、例えば自動車部品規格の様な厳格な条件を充足する前処理が提案されていなかった
。
【０００６】
　例えば、ＰＡ樹脂（ポリアミド樹脂、６－ナイロン）の樹脂成形品は、塩酸系エッチン
グ液を用いて樹脂の表面粗化をすることができる。ＰＯＭ樹脂（ポリアセタール）は、塩
酸／硫酸混酸もしくはリン酸／硫酸混酸を用いてエッチングすることができる。ＬＣＰ樹
脂（液晶ポリマー）は、苛性カリエッチングを用いてエッチングすることができる。この
ように樹脂材料によっては、クロム酸系のエッチング液を使わないでエッチングすること
が可能である。
【０００７】
　ＰＰＥ樹脂（ポリフェニルエーテル）のように比較的酸化に弱い樹脂の樹脂成形品につ
いては、過マンガン酸系のエッチング液を用いて表面粗化することが可能である。
【０００８】
　ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン樹脂）のような汎用樹脂の樹脂
成形品は、マンガン酸系エッチング液を用いてエッチングすることができる。溶剤プリエ
ッチング工程等を付加して過マンガン酸系エッチングのような弱いエッチング液でもエッ
チングすることができる。
【０００９】
　また、樹脂基材の導電化処理技術としては、例えば特許文献２の特開平６－２１２４０
５号公報「ポリフェニレンサルファイド支持体上に銅をめっきする方法」のように、ポリ
フェニレンサルファイド支持体を、真空下にてＲＦアルゴンプラズマでエッチングする。
真空を破ることなく、エッチングされた表面にチタンの層をスパッタリングし、そしてチ
タンによりスパッタリングされた表面に第１の銅層をスパッタリングし、スパッタリング
手順の後、支持体に第２の銅層を所望の厚さに電気めっきする方法が提案されている。
【特許文献２】特開平６－２１２４０５号公報
【００１０】
　この特許文献２のめっきする方法は、４．５～５．５ポンド／インチの剥離強さが得ら
れる。この方法は、ＥＭＩシールド用やプリント回路基板用の製品を造るのに有用である
とされている。
【００１１】
　更に、樹脂成形品にスパッタリング処理する技術としては、例えば特許文献３の特表平
９－５１１７９２号公報「負圧又は真空中において材料蒸気によって基板を被覆する装置
」のように、材料蒸気源、及び陽極と陰極との間にプラズマを発生しかつ材料蒸気によっ
て援助されるアーク放電内において材料蒸気をイオン化するために冷陽極と冷陰極とから
なるイオン化装置が設けられており、その際、材料蒸気源とイオン化装置の陽極及び陰極
とが、互いに電気的に切離されている、負圧又は真空中において材料蒸気によって基板を
被覆する装置が提案されている。
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【特許文献３】特表平９－５１１７９２号公報
【００１２】
　従来のスパッタリング装置は、図１９に示すように、真空チャンバー５１内においてプ
ラズマ放電により励起されたアルゴン等の衝突により金属ターゲット５２より原子を飛び
出させ、樹脂成形品（Ｗ）に成膜させる装置である。このスパッタリング処理により樹脂
成形品Ｗに金属ターゲット５２を成膜する。このスパッタリング装置では、平面的な形状
の樹脂成形品Ｗ、又は凹凸のある形状であってものその片面のみを成膜処理する樹脂成形
品Ｗでは、その樹脂成形品Ｗを装置内に固定するだけで十分であった。しかし、凹凸面を
有する樹脂成形品Ｗにその表面に均一に成膜することができなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、上述した湿式法のエッチング工程では、高濃度のクロム酸と硫酸との混酸のよ
うに様々な化学薬品を使用して導電化を行うため、樹脂成形品がこれらの薬品によって劣
化することがあり、更に樹脂成形品の表面に薬品が残留するおそれがあった。その結果、
樹脂めっきした製品の一部には樹脂成形品の表層薄膜が剥離し、その上のめっき膜と共に
浮き上がり、めっき膜に亀裂が入ることがあった。この浮き上がっためっき膜は３０～５
０μｍ程度の金属膜で、その樹脂めっきした製品を使用したときにユーザーが指を切るな
どの不具合が発生することがあった。
【００１４】
　また、樹脂成形品の樹脂素材によっては、上述したような湿式法による導電化処理でき
ないか、あるいは困難な場合があった。例えば、自動車用ドアハンドルのめっきには、Ｐ
Ｃ／ＡＢＳ樹脂が主に用いられている。同じ製品の塗装用樹脂材料には、ＰＣ／ＰＢＴや
ＰＣ／ＰＥＴなどのＰＣ／ポリエステル系の材料が使われており、用途別に材料が使い分
けられている。これは、ドアハンドル用の樹脂材料としてはＰＣ／ポリエステル系材料の
方が適しているが、めっきが難しく、自動車仕様を満足できる樹脂めっきドアハンドルが
作れないからである。
【００１５】
　エッチング工程で、高濃度のクロム酸と硫酸との混酸を使用するため作業環境が悪く、
取り扱いも危険であった。無電解めっき工程で、発ガン性物質のホルマリンやアンモニア
を使用するため作業環境が悪かった。また強い錯化剤を必要とするため、廃水処理が困難
であった。各処理工程後に水洗工程を必要とするため、水の使用量が多いという問題を有
していた。
【００１６】
　一方、マグネトロン・スパッタリングなどの加速度を付けて樹脂に金属を叩き込む成膜
方法も創案されているが、アルゴンで樹脂表面が叩かれて処理表面温度が高くなる可能性
があり、ＡＢＳ樹脂などのような低融点の材料は熱変形しやすいという問題を有していた
。
【００１７】
　グロー放電プラズマ法による成膜方法では、イオン化率が低く、十分な金属の加速がで
きないので樹脂めっき規格のピーリング密着強度は得られないという問題を有していた。
【００１８】
　特許文献２、特許文献３に示すスパッタリング処理により樹脂成形品にターゲットの金
属を成膜するスパッタリング装置では、基板のような平面的な形状の樹脂成形品、又は凹
凸のある形状であってものその片面のみを成膜処理する技術であった。そこで、樹脂成形
品では、その樹脂成形品を装置内に固定するだけで十分であった。しかし、凹凸面を有す
る樹脂成形品Ｗにその表面に均一に成膜することができないという問題を有していた。
【００１９】
　また、従来のスパッタリング装置では、吊り掛け治具に固定した樹脂成形品について、
吊り掛け治具を回転するので、樹脂成形品の外周側は金属ターゲットに近づくことができ
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る。一方、樹脂成形品の内周側は金属ターゲットに近づくことがない。そこで、樹脂成形
品の外周側は常時金属が厚く成膜され、逆に樹脂成形品の内周側は金属が薄く成膜されや
すく、スパッタリング金属の成膜厚が不均一になりやすいという問題を有していた。
【００２０】
　従来の樹脂成形品の装飾用途のクロムスパッタ法では、基材プラスチックの上にアンダ
ーコートを施し、クロムスパッタを５００～１０００Å程度ごく薄く成膜し、その上に保
護コートであるトップコートを塗布する構造となっている。そのために皮膜の耐久力が乏
しく、洗車ブラシなどによる磨耗や砂利によるチッピング・風雨や強い紫外線の影響にさ
らされる自動車用途には性能を満足せず使用が困難であった。
【００２１】
　更に、樹脂成形品の上に性能向上のためハードコートなどの耐磨耗塗装をオーバーコー
トしたとしても、湿式電気めっき法による樹脂めっきの金属膜の耐久性・耐摩耗性には及
ばないため、自動車部品のめっき用途には湿式の樹脂めっきが使われるのが通例であった
。
　従来の装飾用途のクロムスパッタ法では、アンダーコートやトップコート・ハードコー
ト塗装に起因するゴミ・ブツなどの歩留り低下の不安が大きく、多額な投資で塗装用クリ
ーンルームを設置する必要があった。
【００２２】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、従来のエッチング工程と導電化工程におけるクロム酸と硫酸との混酸のような化
学薬品を使用しない処理法、即ち乾式法により樹脂成形品に樹脂表面粗化をすると共に導
電性を付与することで、このような化学薬品によって樹脂の表層が劣化することがなくな
り、樹脂間剥離によるめっき浮き・割れが防止でき、樹脂めっき品の安全性は確保できる
装飾めっき品の製造方法を提供することにもある。
【００２３】
　本発明の他の目的は、湿式電気めっき法による樹脂めっきの金属膜の耐久性・耐摩耗性
を維持し、塗装用クリーンルームなどの多額な設備投資や、製品のゴミ・ブツなどの歩留
り低下リスクが高い塗装工程を不要にすることにある。
　本発明の成膜皮膜は真空チャンバー中でのスパッタされた金属と湿式電気めっきによる
金属めっき膜であり、積層する膜はすべて金属となっており自動車用途に耐える耐磨耗性
や耐久性などが付与可能である。また、塗装工程がないのでゴミ・ブツ不良を低減できる
。従って、従来の一般的な湿式法による樹脂めっき法と装飾用クロムスパッタ法の欠点を
同時に解消することができる装飾めっき品の製造方法を提供することにある。
【００２４】
　また、本発明の目的は、樹脂成形品の変形抑制や低温でハイレートにスパッタリングが
できるように改良したスパッタリング装置を使用することで、乾式法で樹脂成形品に導電
性を付与することにより、湿式法ではめっきが難しかった樹脂材料のめっきを可能にして
、多種類の樹脂成形品の前処理工程を容易に実施することができる装飾めっき品の製造方
法を提供することにもある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の製造方法によれば、装飾樹脂めっき部品の製造方法であって、樹脂間剥離によ
るめっき浮き現象を防ぐために、スパッタリング装置内において、真空雰囲気状態でＰＡ
系樹脂から成る樹脂成形品（Ｗ）の表面を、アルゴンと微量酸素を注入してプラズマ処理
で洗浄及び表面改質活性化する樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）と、次に、同じくスパ
ッタリング装置内において、前記樹脂成形品（Ｗ）の表面に、ニッケル合金をスパッタリ
ングにより樹脂との密着性を確保するために成膜する金属薄膜成膜工程（Ｓ２）と、続い
て、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）により樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜上に、ス
パッタリングにより導電化膜を成膜する導電化膜成膜工程（Ｓ４）と、前記導電化膜成膜
工程（Ｓ４）が終了した樹脂成形品（Ｗ）を、活性化工程（Ｓ５）、半光沢ニッケルめっ
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き（Ｓ７）、光沢ニッケルめっき（Ｓ８）、ＭＰニッケルめっき（マイクロポーラスニッ
ケルめっき）（Ｓ９）の順で各めっき処理を施し、最後に装飾仕上げめっき（Ｓ１０）を
施してめっき処理を終了する電気めっき工程と、から成る、ことを特徴とするスパッタリ
ングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法が提供される。
【００２６】
　また、装飾樹脂めっき部品の製造方法であって、樹脂間剥離によるめっき浮き現象を防
ぐために、スパッタリング装置内において、真空雰囲気状態でＰＣ／ＡＢＳ樹脂又はＰＣ
／ＰＥＴ樹脂から成る樹脂成形品（Ｗ）の表面を、アルゴンと微量酸素を注入してプラズ
マ処理で洗浄及び表面改質活性化する樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）と、次に、同じ
くスパッタリング装置内において、前記樹脂成形品（Ｗ）の表面に、金属クロム又はクロ
ム合金をスパッタリングにより樹脂との密着性を確保するために成膜する金属薄膜成膜工
程（Ｓ２）と、続いて、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）により樹脂成形品（Ｗ）に成膜し
た金属薄膜上に、スパッタリングにより導電化膜を成膜する導電化膜成膜工程（Ｓ４）と
、前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）が終了した樹脂成形品（Ｗ）を、活性化工程（Ｓ５）、
半光沢ニッケルめっき（Ｓ７）、光沢ニッケルめっき（Ｓ８）、ＭＰニッケルめっき（マ
イクロポーラスニッケルめっき）（Ｓ９）の順で各めっき処理を施し、最後に装飾仕上げ
めっき（Ｓ１０）を施してめっき処理を終了する電気めっき工程と、から成る、ことを特
徴とするスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法が提供され
る。
【００２７】
　さらに、装飾樹脂めっき部品の製造方法であって、樹脂間剥離によるめっき浮き現象を
防ぐために、スパッタリング装置内において、真空雰囲気状態でフィラーを配合したＰＡ
／ＡＢＳ樹脂から成る樹脂成形品（Ｗ）の表面を、アルゴンと微量酸素を注入してプラズ
マ処理で洗浄及び表面改質活性化する樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）と、次に、同じ
くスパッタリング装置内において、前記樹脂成形品（Ｗ）の表面に、銅合金をスパッタリ
ングにより樹脂との密着性を確保するために成膜する金属薄膜成膜工程（Ｓ２）と、続い
て、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）により樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜上に、ス
パッタリングにより導電化膜を成膜する導電化膜成膜工程（Ｓ４）と、前記導電化膜成膜
工程（Ｓ４）が終了した樹脂成形品（Ｗ）を、活性化工程（Ｓ５）、半光沢ニッケルめっ
き（Ｓ７）、光沢ニッケルめっき（Ｓ８）、ＭＰニッケルめっき（マイクロポーラスニッ
ケルめっき）（Ｓ９）の順で各めっき処理を施し、最後に装飾仕上げめっき（Ｓ１０）を
施してめっき処理を終了する電気めっき工程と、から成る、ことを特徴とするスパッタリ
ングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法が提供される。
【００２８】
　前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）において、金属銅の導電化膜を成膜し、前記活性化工程
（Ｓ５）と前記半光沢ニッケルめっき（Ｓ７）との間に、光沢硫酸銅めっき（Ｓ６）を施
してもよい。さらに、前記導電化膜成膜工程（Ｓ４）では、膜厚が０．１～５．０μｍに
なるように成膜してもよい。
【００２９】
　例えば、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）では、膜厚が０．０１～２．０μｍになるよう
に成膜し、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）の次に、樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜
をプラズマ処理による表面改質処理で活性化する成膜表面活性化処理工程（Ｓ３）を更に
備えてもよい。
　例えば、前記装飾仕上げめっき（Ｓ１０）では、３価クロムめっき、クロムめっき、錫
／ニッケル合金めっき、ルテニウム又は金めっきのめっき処理を施す。
【００３０】
　前記樹脂成形品（Ｗ）の凹凸面に金属を均一に成膜する際に、前記スパッタリング装置
内において樹脂成形品（Ｗ）を回転させながらその表面にスパッタリング処理することが
好ましい。
　前記樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）において、樹脂成形品（Ｗ）を自転するように
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回転させ、前記金属薄膜成膜工程（Ｓ２）及び導電化膜成膜工程（Ｓ４）において、治具
に取り付けた樹脂成形品（Ｗ）を各金属ターゲット（５２）の前へ公転するように移動さ
せ、そこで自転させながら、金属をスパッタリングにより成膜してもよい。
【００３１】
　また、前記スパッタリング装置の真空チャンバー内において、治具に樹脂成形品（Ｗ）
を取り付け、その治具の回転軸線で回転させながらスパッタリング処理してもよい。
　前記スパッタリング装置の真空チャンバー内において、複数の治具に樹脂成形品（Ｗ）
を取り付け、各治具をその回転軸線で回転させながら、複数の治具をその回転軸が円形の
軌跡上をなぞり、公転するように移動させてスパッタリング処理してもよい。
【発明の効果】
【００３２】
　上述したように、本発明の製造方法では、樹脂表面洗浄・活性化工程（Ｓ１）において
スパッタリング装置内で、樹脂成形品（Ｗ）の表面を、プラズマ処理で洗浄及び表面改質
活性化し、次に、金属薄膜成膜工程（Ｓ２）で同じくスパッタリング装置内で、酸素との
結合力の強い金属の単一、又は酸素との結合力の強い金属を含む合金を、成膜し、続いて
、導電化膜成膜工程（Ｓ４）でこの樹脂成形品（Ｗ）に成膜した金属薄膜上に、所定の金
属をスパッタリングにより導電化膜を成膜することで、乾式法により樹脂成形品（Ｗ）に
成膜を行い導電性を付与することができる。そこで、従来の湿式法では不可能であった新
素材特殊材料に低温で成膜できるので、従来のように加熱により樹脂成形品（Ｗ）が軟化
し、更に変形するといった不具合を防止することができる。
　スパッタリング装置内において、凹凸面を有する樹脂成形品（Ｗ）を回転させながらそ
の表面にスパッタリング処理することにより、その表面に金属を均一に成膜することがで
きる。
【００３３】
　更に、電気めっき後あるいは乾式法めっき後の最外層に高付加・高機能膜（透明性保護
膜、高硬度膜など）を付与することができるため、乾式法を利用しためっき前処理技術以
外の表面処理技術としての応用が可能である。
　樹脂との密着性を得る目的で処理する金属薄膜成膜工程（Ｓ２）の次に成膜表面活性化
処理工程（Ｓ３）を付け加えることで、導電化膜成膜工程（Ｓ４）の際に処理する導電化
膜の密着力が強固になる。
　導電化膜成膜工程（Ｓ４）の次に通常の樹脂めっきと同様な電気めっきを施すだけで、
最終の樹脂めっき製品を生産することができる。
【００３４】
　また、樹脂めっきの前処理、即ち樹脂成形品（Ｗ）の導電化処理について、従来のよう
な６価クロムを用いる湿式法から乾式法に変更することにより、樹脂めっき製造における
環境負荷が大きい化学薬品を使用する湿式導電化処理ではないため、環境負荷物質を激減
することができる。従来のように、６価クロム等の廃液処理が不必要又は激減することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法は、樹脂
めっきの湿式導電化法を乾式導電化法へ変更した前処理方法である。その導電化後は通常
通り湿式電気めっきする。
【実施例１】
【００３６】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
　図１は実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法
を示す工程図である。図２は光沢ニッケルめっき方法の一例を示すものであり、（ａ）は
樹脂導電化処理の工程図、（ｂ）は湿式電気めっき工程図である。
　本発明の実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方
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法は、樹脂成形品Ｗを治具にセットし、樹脂表面洗浄・活性化工程Ｓ１で、スパッタリン
グ装置内において、真空雰囲気状態で樹脂成形品Ｗの表面をプラズマ処理で洗浄及び表面
改質活性化し、次に、金属薄膜成膜工程Ｓ２で、同じくスパッタリング装置内において、
樹脂成形品Ｗの表面に、酸素との結合力の強い金属の単一、又は酸素との結合力の強い金
属を含む合金を、スパッタリングにより成膜し、続いて金属薄膜成膜工程Ｓ２の次の成膜
表面活性化処理工程Ｓ３で、樹脂成形品Ｗに成膜した金属薄膜をプラズマ処理による表面
改質処理で活性化し、最後に導電化膜成膜工程Ｓ４で、樹脂成形品Ｗに成膜した金属薄膜
上に、所定の金属をスパッタリングにより導電化膜を成膜する方法である。
　このように、乾式法のマグネトロン・スパッタ法等により、樹脂成形品Ｗの表面改質と
金属成膜を行い、導電性を付与する。この樹脂導電化処理を施した樹脂成形品Ｗは治具か
ら取り外し、後述するように電気めっき工程Ｓ５～Ｓ１０で電気めっき処理を施す。
【００３７】
　マグネトロン・スパッタリングで用いるスパッタリング装置は、真空雰囲気内において
プラズマ放電により励起されたアルゴン等の衝突により金属ターゲットから原子を飛び出
させ、樹脂成形品Ｗに成膜させる装置である。このスパッタリング処理により樹脂成形品
Ｗにターゲットの金属を成膜し、または樹脂成形品Ｗにプラズマを照射する。
【００３８】
　本発明の装飾めっき品となる樹脂成形品Ｗは、自動車用樹脂めっき部品、シャワーや蛇
口部品等の住宅関連樹脂めっき部品等のいわゆる「外観製品」である。従来の装飾めっき
品の製造方法では樹脂成形品Ｗの樹脂間剥離でめっき膜が浮き上がり、手を切るなどの人
身致傷の原因なることがあったので、「外観製品」の外観の仕上がりは重要である。因み
に、プリント基板のような「機能製品」であれば、このような装飾めっきを施す必要はな
い。
【００３９】
　樹脂表面洗浄・活性化工程Ｓ１では、真空度を例えば１０－１（＝１０の－１乗）Ｐａ
程度の真空チャンバーのような真空雰囲気内で樹脂表面をプラズマ処理により洗浄及び表
面改質活性化する。例えば、空気を微量残留させた状態でアルゴンプラズマ処理する。又
はアルゴンと微量酸素を注入してのプラズマ処理をする。
　この樹脂表面洗浄・活性化工程Ｓ１は、マグネトロン・スパッタ法の他に、アークプラ
ズマ蒸着法でのプラズマ処理法を使用することができる。
【００４０】
　金属薄膜成膜工程Ｓ２は、真空チャンバーのような真空雰囲気内でマグネトロン・スパ
ッタ法により、樹脂とめっき膜との密着性を確保するための工程である。真空度を例えば
１０－２～３（１０の－２～３乗）Ｐａ程度に引き上げ、プラズマによって０．０１～５
０％にイオン化されたクロム、モリブデン、タングステン、チタン、ジルコニウム、アル
ミニウム、インジウム、ニッケル、パラジウムなどの酸素との結合力の強い金属（親酸素
金属）の単一もしくは、それらの金属を含む合金を樹脂成形品Ｗに成膜する。
【００４１】
　また、金属薄膜成膜工程Ｓ２では、ニッケルクロム合金（合金比＝５０：５０）や金属
クロムを用いることが好ましい。樹脂とめっき膜との密着性を確保するための金属薄膜は
、樹脂との密着性が良好なだけではなく、次工程の電気めっきを円滑に処理するための導
電化膜との密着性が良好な金属を使用する必要がある。金属薄膜成膜工程Ｓ２では、クロ
ム単体、クロム・ニッケル合金、アルミニウム、銅合金などを使用することが好ましい。
合金比率は特に規定しない。樹脂の種類や成形条件等によって密着の良い成膜金属材料を
選択する。例えば金属銅を使用することができる。めっき密着力を確保するための膜厚に
制限はないが、めっき応力等を考えると０．０５μｍ～０．５μｍが適当であった。
【００４２】
　金属薄膜成膜工程Ｓ２が終了した樹脂成形品Ｗに、更に成膜表面活性化処理工程Ｓ３で
活性化処理を施すことが好ましい。例えば、樹脂成形品Ｗに０．０１μｍ～２．０μｍで
成膜した金属薄膜をアルゴンプラズマ処理による表面改質処理で活性化する。これにより
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樹脂成形品Ｗと金属薄膜との密着力が高くなる。
【００４３】
　導電化膜成膜工程Ｓ４は、樹脂成形品Ｗに電気めっき処理するための導電化膜を成膜す
る工程である。電気めっき用の導電化膜は、電気めっき処理するための導電化膜であるが
、乾式めっき法で形成しためっき膜と電気めっき法で成膜する膜とのめっき密着性を確保
するための酸処理や希薄な酸化剤によるソフトエッチングもしくは、電解活性化処理に耐
えうる金属膜である必要がある。そこで、この導電化膜成膜工程Ｓ４による膜厚は、例え
ば金属銅の場合は０．５μｍから２．０μｍが適当であった。この導電化膜成膜工程Ｓ４
による成膜は、下層金属との密着力が良く、更に後工程である湿式電気めっき（電気銅め
っきや電気ニッケルめっき）の前処理（活性化工程）Ｓ５が簡単で密着性も高い金属であ
れば金属銅以外の金属を成膜することができる。
【００４４】
　このように樹脂表面洗浄・活性化工程Ｓ１、金属薄膜成膜工程Ｓ２及び導電化膜成膜工
程Ｓ４が終了した乾式めっきで導電化処理まで終わった樹脂成形品は、真空チャンバーか
ら取り出し、電気めっき用の治具に掛け替えて通常の電気めっき工程で仕上げる。
【００４５】
　湿式電気めっきでは、図２（ｂ）に示すように、マグネトロン・スパッタリングにより
樹脂導電化処理を施した樹脂成形品Ｗを活性化工程Ｓ５で乾式めっき膜を活性化する。こ
の活性化工程Ｓ５は、電気めっきとの密着を確保するための工程である。例えば、乾式め
っきの最終導電化金属として銅を用いたときは、２０ｇ／Ｌの過硫酸Ｎａ溶液に３０秒間
浸漬するソフトエッチング工程でおこなった。なお、この活性化工程Ｓ５は、乾式めっき
で使う導電化金属の種類によって様々な方法がある。乾式めっき膜と電気めっき膜との密
着性が確保できる方法であれば、その方法は限定しない。
【００４６】
　電気めっき工程Ｓ６～Ｓ１０は光沢硫酸銅めっき等通常の樹脂めっきや金属めっきに用
いられる電気めっきが適応できる。例えば図示するように光沢硫酸銅めっきＳ６、半光沢
ニッケルめっきＳ７、光沢ニッケルめっきＳ８、ＭＰニッケルめっき（マイクロポーラス
ニッケルめっき）Ｓ９の順で各めっき処理を施す。
　最後に３価クロムめっき、錫／ニッケル合金めっき、ルテニウム又は金めっきなどの装
飾仕上げめっきＳ１０を施してめっき処理を終了する。勿論、従来から利用されている６
価クロムからのクロムめっきも使用可能である。
　この電気めっき工程Ｓ６～Ｓ１０は一例であって、これ以外の金属をめっき処理できる
ことは勿論である。
【００４７】
　図３は実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化処理した樹脂成形品の断面図である
。図４は実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法
によりめっきしためっき被膜の断面図である。
　光沢硫酸銅めっき３０μｍ、半光沢ニッケルめっき１０μｍ、光沢ニッケルめっき１０
μｍ、マイクロポーラスニッケルめっき１．３μｍ、クロムめっき０．３５μｍ程度の電
気めっきを行い、後述するピーリング密着試験や、サーマルサイクル試験等の樹脂めっき
機能試験を実施し、めっき製品の評価を行った。
【００４８】
　本発明の実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方
法によりめっきした製品のめっきの密着力に関する実験について説明する。図５は「表１
　プレート密着測定結果」を示す表である。図６は「表２　スパッタリング実験条件」を
示す表である。図７は「表３　実製品密着測定結果（Ｎｉ－Ｃｒ）Ｎｏ１」を示す表であ
る。図８は「表４　実製品密着測定結果（Ｎｉ－Ｃｒ）Ｎｏ２」を示す表である。図９は
「表５　実製品密着測定結果（Ｃｒ）」を示す表である。
　（１）予備試験（樹脂プレート）
　樹脂プレートを使って材料別の密着強度、成膜前の樹脂の表面洗浄・活性化に酸素注入
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の効果があるか、樹脂材料による差、無機フィラーの影響等を概略的に調べた結果を図５
の「表１　プレート密着測定結果」に示した。この表１の結果のように樹脂表面洗浄処理
時の酸素ガス注入によって密着性が向上することがわかった。但し、ＡＢＳ樹脂プレート
に関しては酸素ガス注入の効果は高くなかった。ＡＢＳ樹脂プレート試験には樹脂厚みを
変えた３段プレート（ゲート＝３ｍｍ／２ｍｍ／１ｍｍ＝下段）を使って試験をおこなっ
た。膜厚が厚いところの方が密着力が高く、形状や成形条件でも密着が変化することを予
測させる結果となった。材料的には、ナイロン系、ＡＢＳ系の樹脂の密着強度が高いこと
がわかった。
【００４９】
　（２）実成形品での試験結果
　試験条件を図６の「表２　スパッタリング実験条件」に示した。めっき密着性用成膜金
属はニッケル・クロム合金（合金比＝５０：５０）とクロム（９９．９％）品の２種類の
試験をおこなった。導電化膜は金属銅（９９．９％）をターゲットとして使用した。
【００５０】
　（３）実製品密着測定結果
　図７～図９の「表３　実製品密着測定結果（Ｎｉ－Ｃｒ）Ｎｏ１」、「表４　実製品密
着測定結果（Ｎｉ－Ｃｒ）Ｎｏ２」にニッケル・クロム合金での結果を、「表５　実製品
密着測定結果（Ｃｒ）」にクロムでの結果を示した。
　「表２　スパッタリング実験条件」に示した実験条件４、実験条件８、実験条件１０の
条件で密着力の高い樹脂めっきが作れることがわかった。特に、ＰＡ／ＡＢＳ樹脂は密着
力がｍａｘ４．７５Ｋｇｆ／ｃｍ＝約４７Ｎ／ｃｍの高い数値を示した。その他の材料で
も適正な条件を選択すれば量産化が可能である。
【００５１】
　（４）サーマルショック試験結果
　ＰＣ／ＡＢＳ樹脂めっき試作品（Ｎｉ／Ｃｒ実験条件１０の製品）及びＰＡ／ＡＢＳ樹
脂めっき試作品（同じ条件）を－３０℃/０．５Ｈｒ⇒８０℃/０．５Ｈｒを１サイクルと
して、１２０サイクルのサーマルショック試験をおこなったが、パート部分の樹脂層薄膜
剥離によるめっき浮き現象は確認されなかった。従って、本発明の方法を使えば安全な樹
脂めっき部品を量産化できることがわかった。
【００５２】
　本発明のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法は、樹脂
めっきの前処理にスパッタリングの乾式めっき法を利用していので、従来のクロム酸によ
る導電化処理法と異なり種々の樹脂を対象とすることができる。例えば、ＡＢＳ樹脂（ア
クリロニトリル/ブタジエン/スチレン）、ＰＣ／ＡＢＳ樹脂（ポリカーボネイト／アクリ
ロニトリル/ブタジエン/スチレン）、ＰＣ／ＰＥＴ樹脂（ポリカーボネイト／ポリエチレ
ンテレフタレート）、ＰＣ／ＰＢＴ樹脂（ポリカーボネイト／ポリブチレンテレフタレー
ト）、ＬＣＰ樹脂（液晶ポリマー）、ＰＡ樹脂（ポリアミド）、ＰＡ／ＡＢＳ（ポリアミ
ド／アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン）、ＰＰＥ樹脂（ポリフェニレンエーテル）
、ＰＰ樹脂（ポリプロピレン）、ＰＰＳ樹脂（ポリフェニレンサルファイド）、ＳＰＳ樹
脂（結晶性ポリスチレン）、ＰＳ樹脂（ポリスチレン）、ＭＭＡ樹脂（メタクリル酸メチ
ル）、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ＰＥＴ樹脂（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＢ
Ｔ樹脂（ポリブチレンテレフタレート）、ＰＣ樹脂（ポリカーボネイト）等がある。更に
これらの樹脂のポリマーアロイも対象とすることができる。
【００５３】
　特にナイロン系樹脂と乾式めっき膜との密着性が良い。ナイロン系樹脂は、湿式めっき
では塩酸等のエッチング処理により製品表面が荒れてしまい綺麗なめっき外観が得ること
が難しい材料であるが、乾式法では製品外観が悪くなることはなくＡＢＳ樹脂めっき品の
ような綺麗な外観を得ることができた。
【００５４】
　一般的に樹脂めっきに使用されるＡＢＳ樹脂においても１Ｋｇｆ／ｃｍ（９．８Ｎ／ｃ
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ｍ）以上のめっき密着力が得られた。本発明の乾式めっきを利用した樹脂めっき前処理工
程（樹脂の導電化工程）では、めっき密着強度をピーリング強度で０．５Ｋｇｆ／ｃｍ（
４．９Ｎ／ｃｍ）を合格目標値として試験をおこなった。なお、自動車規格では１．０Ｋ
ｇｆ／ｃｍ（９．８Ｎ／ｃｍ）を努力目標値として設定されているが、実使用上０．５Ｋ
ｇｆ／ｃｍ（４．９Ｎ／ｃｍ）で使用可能である。
【００５５】
　乾式めっき前に樹脂のクリーニングと共に、酸素プラズマ（空気によるプラズマ処理を
含む）処理をすることにより、密着性が向上することができる。但し、その条件は樹脂や
成形条件によって変更する必要がある。
【００５６】
　樹脂めっきの前処理（樹脂の導電化処理）を従来の６価クロムを用いる湿式法から乾式
法に変更することで樹脂めっき製造における環境負荷は激減すると考える。
【００５７】
［樹脂表面洗浄・活性化工程後の表面観察］
　樹脂表面洗浄・活性化工程Ｓ１を実施した後の表面観察を走査型電子顕微鏡ＳＥＭ（Ｓ
ｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）およびＡＦＭ（Ａｔｏｍｉ
ｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ；原子間力顕微鏡）を用いて行った。
　ＳＥＭ観察結果を図１０に、ＡＦＭ観察結果を図１１に示す。
　ＳＥＭ観察ではプラズマ未処理と処理表面との差が不明瞭であったが、ＡＦＭ観察では
プラズマ処理を行うことで、樹脂表面に凹凸が出来ることが確認することができた。
従来の樹脂めっきでは、このＳＥＭ像程度の凹凸ではめっきのアンカー効果が得られない
ため、自動車部品規格を満足するめっき密着力は得られるものではないが、本方法では現
状程度の表面凹凸で自動車部品規格を満足する密着力が得られている。
【００５８】
　プラズマ処理品と未処理品の表面について、ぬれ張力試験混合液（関東化学（株）製）
を用いてぬれ張力試験を実施したところ、いずれの樹脂（ＰＡ，ＰＡ／ＡＢＳ，ＰＣ／Ａ
ＢＳ，ＡＢＳ，ＰＰ，ＰＣ／ＰＥＴ）においてもぬれ性が向上した。このことから、プラ
ズマ処理により樹脂表面に親水性官能基が生成しているものと思われる。
　この官能基が金属薄膜成膜工程Ｓ２のスパッタリング金属が化学結合することで樹脂と
の密着力が発生する。
【００５９】
　図１２の「表２１　イオン照射処理の実験結果」にＰＡ／ＡＢＳ（ＰＡ比率５０％，７
０％，フィラー入り）とＰＣ／ＡＢＳ，ＰＣ／ＰＥＴの自動車内装ドアハンドル製品につ
いて種々のプラズマ処理（樹脂表面洗浄・活性化工程Ｓ１）条件の実験を行った結果を示
す。
　その結果、原料によって密着の良い条件と悪い条件があり、原料によってプラズマ処理
条件を選択する必要があることが分かった。また、ドアハンドルのＲＨ（右側）とＬＨ（
左側）でも、密着力が大きく異なる場合もあることから、成形の条件によっても密着力が
異なることが分かった。
【００６０】
　さらに上記の自動車内装ドアハンドル製品を使用し、上記原料で金属薄膜成膜工程Ｓ２
のスパッタリング金属をＮｉ系，Ｃｒ系，Ｃｕ系について実験を行った。その結果を図１
３の「表２２－１　Ｎｉ系ターゲットでの実験結果１／２」、図１４の「表２２－２　Ｎ
ｉ系ターゲットでの実験結果２／２」、図１５の「表２３　Ｃｒ系ターゲットでの実験結
果」、図１６の「表２４　Ｃｕ系ターゲットでの実験結果」に示す。
【００６１】
［Ｎｉ系のスパッタリング］
　図１３の表２２－１、図１４の表２２－２に示すように、いずれの樹脂も樹脂表面洗浄
・活性化工程Ｓ１のイオン照射が未実施であれば密着性が悪く、湿式電気めっき工程後で
フクレが発生する傾向が見られた。ＰＡ系樹脂はＮｉ系のスパッタリングが良好であるが
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、ＰＣ／ＡＢＳは湿式電気めっき工程後の製品外観においてめっきフクレが無い状態で密
着の良い条件が少なく、ＰＣ／ＰＥＴについては、いずれの条件も湿式電気めっき工程で
めっきフクレが発生し、密着力の良い条件は見いだせなかった
【００６２】
［Ｃｒ系のスパッタリング］
　図１５の表２３に示すように、プラズマ処理未実施であればいずれの樹脂も、Ｎｉ系の
スパッタリング実験（表２２－１）と同様に密着性が得られない。プラズマ処理を実施す
ると、Ｎｉ系のスパッタリング実験とは逆の結果を示し、ＰＡ系の原料は密着性が悪く、
ＰＣ／ＡＢＳとＰＣ／ＰＥＴは１．０ｋｇｆ／ｃｍ以上のピーリング強度が得られた。
【００６３】
［Ｃｕ系のスパッタリング］
　図１６の表２４に示すように、プラズマ処理未実施であればいずれの樹脂も密着性が得
らない。ＰＡ／ＡＢＳ（フィラー入り）の１条件以外はいずれも密着性が悪かった。
【００６４】
　上記のことより、いずれのスパッタリング金属も、プラズマ処理未実施では表２３のＮ
ｉ－Ｃｒ系の実験時と同様に密着力の良いものは得られない。また樹脂原料によって密着
力が得られる金属薄膜成膜工程Ｓ２のスパッタリング金属の種類があり、樹脂原料に応じ
てスパッタリング金属を選択する必要があることが分かった。
【００６５】
　本発明では、同一形状の成形品で、めっき用（ＰＣ／ＡＢＳ）／塗装用（ＰＣ／ＰＥＴ
）のように樹脂原料の仕様を使い分けている製品に対して、金型を統一化できる（ＰＣ／
ＡＢＳ成形用の金型、ＰＣ／ＰＥＴ成形用の金型のように原料毎の金型を作成しなくても
よい）、樹脂の統一化を図ることができるので成形作業の準備工数（原料変更作業、成形
機への金型取り付け作業）が省略できる、といったコスト削減が可能である。
【００６６】
　なお、本発明は、従来のエッチング工程と導電化工程におけるクロム酸と硫酸との混酸
のような化学薬品を使用しない処理法、即ち乾式法により樹脂成形品Ｗに樹脂表面粗化を
すると共に導電性を付与することで、このような化学薬品による樹脂成形品Ｗの樹脂表面
の薬品劣化を防止し、樹脂の表層剥離を防止して樹脂めっき品の安全性は確保できれば、
上述した発明の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更でき
ることは勿論である。
【００６７】
　また、本発明は、乾式法で導電性を付与することにより、湿式法ではめっきが不可能だ
った樹脂材料へのめっきを可能にした。また多種類の樹脂成形品Ｗの前処理工程を容易に
実施することができれば、上述した樹脂に限定されない。
【００６８】
　本発明は、真空チャンバー内で樹脂成形品Ｗの全周囲が金属ターゲット５２に向くよう
に回転させることで、過熱することなく凹凸のある樹脂成形品Ｗの表面に金属を均一に成
膜することができれば、上述した発明の実施の形態に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法は、高耐
食性と耐ヒートサイクル性が要求されるラジエターグリル、ドアレギュレーターハンドル
、バックドアガーニツシュ、モール類等の自動車用樹脂めっき部品、高耐食性は要求され
ないハンドル、つまみ類の家電用樹脂めっき部品、高耐食性が要求されるノートパソコン
筐体、カメラ筐体、携帯電話筐体等の樹脂めっき剛性筐体等の製品等の様々な用途に利用
することができる。
【００７０】
　特に、本発明のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法は
、自動車用内装ドアハンドル、外装ドアハンドル、外装ハンドルカバー部品等のような自



(14) JP 4776033 B2 2011.9.21

10

20

30

40

動車用樹脂めっき部品、シャワーヘッド、蛇口部品等のような住宅関連樹脂めっき部品、
更に携帯電話部品のように直接人が手に触れる製品に適している。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法
を示す工程図である。
【図２】光沢ニッケルめっき方法を示すものであり、（ａ）は樹脂導電化処理の工程図、
（ｂ）は湿式電気めっき工程図である。
【図３】実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化処理した樹脂成形品の断面図である
。
【図４】実施例１のスパッタリングによる樹脂導電化を利用した装飾めっき品の製造方法
によりめっきしためっき被膜の断面図である。
【図５】「表１　プレート密着測定結果」を示す表である。
【図６】「表２　スパッタリング実験条件」を示す表である。
【図７】「表３　実製品密着測定結果（Ｎｉ－Ｃｒ）Ｎｏ１」を示す表である。
【図８】「表４　実製品密着測定結果（Ｎｉ－Ｃｒ）Ｎｏ２」を示す表である。
【図９】「表５　実製品密着測定結果（Ｃｒ）」を示す表である。
【図１０】ＳＥＭ観察写真である。
【図１１】ＡＦＭ観察写真である。
【図１２】「表２１　イオン照射処理の実験結果」を示す表である。
【図１３】「表２２－１　Ｎｉ系ターゲットでの実験結果１／２」を示す表である。
【図１４】「表２２－２　Ｎｉ系ターゲットでの実験結果２／２」を示す表である。
【図１５】「表２３　Ｃｒ系ターゲットでの実験結果」を示す表である。
【図１６】「表２４　Ｃｕ系ターゲットでの実験結果」を示す表である。
【図１７】従来の光沢ニッケルめっき方法を示す工程図である。
【図１８】従来の樹脂導電化処理方法を示す工程図である。
【図１９】スパッタリング処理装置を示す概念図である。
【符号の説明】
【００７２】
　Ｓ１　　樹脂表面洗浄・活性化工程
　Ｓ２　　金属薄膜工程
　Ｓ３　　成膜表面活性化処理工程
　Ｓ４　　導電化膜成膜工程
　Ｓ５　　活性化工程
　Ｓ６　　光沢硫酸銅めっき
　Ｓ７　　半光沢ニッケルめっき
　Ｓ８　　光沢ニッケルめっき
　Ｓ９　　ＭＰニッケルめっき（マイクロポーラスニッケルめっき）
　Ｓ１０　装飾仕上げめっき
　５２　　金属ターゲット
　　Ｗ　　樹脂成形品
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